Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven Wintersemester 2003/04
Fachbereich Ingenieurwissenschaften
Prof. Dr. U. Totzek (24 Punkte)

PRUFUNGSKLAUSUR SCHALTUNGSINTEGRATION

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Hilfsmittel: Taschenrechner und Formelsammlungen

Hinweis: Geben Sie fiir jede Aufgabe mindestens ein Blatt mit Aufgabennummer,
Name und Matrikelnummer ab.
Beschreiben Sie Losungsblitter nur einseitig.

Aufgabe 1: Dotierungsprofile. 4)

Zeichnen Sie das Dotierungsprofil eines p-Kanal-Transistors in einer n-Wanne, der von zwei
konzentrischen Guard-Ringen umgeben ist. Dabei soll der innere Ring als Wannenkontakt
und der duBlere Ring als Substratkontakt ausgefiihrt werden. Kennzeichnen Sie auflerdem
samtliche Vpp- und Vss-Anschlisse.

Aufgabe 2: Komplementére Logikgatter. (6)
Entwerfen Sie fiir die Funktion F, mit F=AC+ A+ AB, das Transistorschaltbild eines
ein- oder zweistufigen Logikgatters mit minimaler Transistoranzahl.

Aufgabe 3: Signallaufzeiten. (6)

Eine kapazitive Last von 225fF werde iiber eine 3mm lange und 500nm weite
Aluminiumleitung getrieben (Technologiedaten sieche Tabelle). Berechnen Sie die
Signallaufzeit der belasteten Leitung.

Aluminium
spez. Widerstand 0,06 Q/o
spez. Randkapazitat 0,3 fF/um
spez. Flachenkapazitat 0,5 fF/(um)®
Aufgabe 4: Treiberketten. 4)

Eine Treiberkette besitze eine Endstufe, deren Transistorweiten 1000fach grofer sind als die
Eingangsstufe, um am Ausgangsknoten die notwendige Flankensteilheit zu erzielen. Wieviele
Stufen bendtigt die Treiberkette mindestens, wenn das Treiberverhéltnis v den Wert v=4
nicht iiberschreiten soll. Zeichnen Sie das Schaltbild der Treiberkette und geben Sie fiir jede
Stufe die relativen Weiten an (z.B. 1000 fiir die Endstufe).

Aufgabe 5: Transistordimensionierung. 4)

Bei einer gegebenen Technologie besitze ein Inverter symmetrische Schaltflanken, falls das
Transistorweitenverhdltnis  wy/w, =3 gewihlt wird. Wie ist das Verhiltnis bei einem
NAND-Gatter zu wihlen, wenn die Schaltflanken im Worst Case ebenfalls gleich steil sein
sollen? Zeichnen Sie das Transistorschaltbild und geben Sie die relativen Transistorweiten
sowie das Verhiltnis wp/w, an.
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